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【緒言】ペロブスカイト型太陽電池は、その組成によりバンドギャップを制御する事ができ、さ

らに低温溶液プロセスで高い開放電圧を示す高効率素子を作成可能であり、タンデム構造のトッ

プセル材料として最適な物性を示す。本稿では、シリコンとのタンデム構造に最適なバンドギャ

ップを有するペロブスカイト太陽電池にて 1.2V 超の開放電圧を示す素子の実現とペロブスカイ

ト・Si タンデム太陽電池の開発について議論する。 

【実験と結果】開放電圧 1.2V 超を示すペロブスカイト太陽電池の構造を図 1 に示す。ペロブスイ

トのバンドギャップは、臭素とヨウ素の混合比を制御する事により、シリコン（約 1.1 eV）との

組み合わせのタンデム素子の最適値に近い 1.7 eV 付近とした。また、結晶性に優れたフラーレン

誘導体を電子輸送層として用いる事により、ペロブスカイト／電子輸送層界面でのキャリアの失

活を抑制する事に成功し、開放電圧を 1.2V 超に高める事が可能となった。 

さらに、HIT 構造のシリコン太陽電池との２端子タンデム構造においては、1.76V 超の高い開放電

圧を示す素子が得られた。 

 

図１(Left) Device structure of Wide-bandgap perovskite solar cells. (Right) Forward and reverse I-V 

curve of the wide-bandgap (~1.7 eV) perovskite solar cells. 
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